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(57) Abrégé : L'invention concerne de 'alumine alpha ayant une pureté supéricure ou égale a 99,99%, sous forme de particules
sphériques (1) de taille majoritairement supérieure ou égale & 850 um. L'invention concerne également l'utilisation d'alumine
alpha telle que définie ci- dessus ainsi qu'un procédé de synthése et un dispositif associés.
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Alumine alpha, utilisation, procédé de synthése et dispositif associés

L'invention concerne de 'alumine alpha, en particulier adaptée pour étre utilisée
pour la fabrication de saphir monocristallin. L'invention concerne également un procédé
de synthése de cette alumine alpha et un dispositif associés.

De fagon connue, hors procédé Verneuil, on utilise de l'alumine alpha pour la
fabrication de saphir monocristallin. A cet effet, on peut placer de la poudre d'alumine
alpha dans un creuset que I'on chauffe a une température de fusion située par exemple
entre 1900°C et 2400°C pendant une durée prédéfinie. Ensuite, pendant une durée
prédéfinie, on met une pointe portant un cristal (ou germe) en contact avec I'alumine
alpha en fusion de fagon a ce que le cristal croisse sous contréle des gradients
thermiques.

On connait de I'alumine alpha destinée a étre utilisée comme mati¢re premicre
pour la fabrication de saphir monocristallin, de répartition granulométrique présentant
un maximum pour une taille de particules comprise entre 100 pm et inférieure a 850
um.

Afin d'optimiser le procédé de fabrication du saphir monocristallin, il serait
nécessaire d'augmenter la densité¢ d'alumine alpha dans le creuset par rapport a la densité
obtenue avec cette solution connue.

Cependant, les procédés de synthése utilisés de I'alumine alpha ne permettent
pas d'augmenter la densité d'alumine alpha tout en présentant les caractéristiques
nécessaires pour l'obtention d'un saphir monocristallin.

La présente invention a donc pour objectif de pallier ces inconvénients de l'art
antérieur.

A cet effet linvention a pour objet de l'alumine alpha ayant une pureté
supéricure ou ¢gale a 99,99%, sous forme de particules sphériques de taille
majoritairement supérieure ou ¢gale a 850 um.

L'alumine alpha peut donc étre chargée dans le creuset a une densité élevée, sans
génération de fines particules et sans oxydation du creuset lors de la fusion.

L'alumine alpha selon l'invention peut en outre comporter une ou plusieurs
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caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :

la taille desdites particules sphériques est majoritairement comprise entre 850 um et
2 mm,

lesdites particules présentent un rapport de sphéricité compris entre 1 et 2,

lesdites particules sphériques présentent une surface spécifique inférieure ou égale a
1 m*/g,

lesdites particules sphériques présentent une densité relative supéricure ou égale a
50% de la densité théorique de 3.96 g/cc.

L'invention concerne également ['utilisation d'alumine alpha telle que définie

précédemment pour la fabrication de saphir monocristallin.

L'invention concerne également un procédé de synthése d'alumine alpha telle

que définie précédemment, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

on dispose de la poudre d'alumine gamma sur une plaque en carbure de silicium, et
on soumet ladite poudre a au moins un faisceau laser CO,.

Ledit procédé peut en outre comporter une ou plusicurs caractéristiques

suivantes, prises s€parément ou en combinaison :

la poudre d'alumine gamma présente une pureté supéricure ou €gale a 99,99%,

la poudre d'alumine gamma présente une surface spécifique entre 90 m?/g et 120
m?/g,

la poudre d'alumine gamma comprend des particules ¢lémentaires de taille comprise
entre 15 nm et 20 nm, générant un volume poreux de 3,5 ml/g a 4 ml/g et présentant
une densité tassée situé¢e entre 0,12 g/cc et 0,25 g/cce,

la poudre d'alumine gamma est disposée sous forme d'une couche de poudre
d'épaisseur comprise entre 1 mm et 8 mm,

on déplace la poudre d'alumine gamma sous ledit au moins un faisceau,

la vitesse de déplacement de la poudre d'alumine gamma sous ledit au moins un
faisceau est comprise entre 10 cm/min et 100 cm/min,

la poudre d'alumine gamma est soumise audit au moins un faisceau sur une période
de temps comprise entre 0,3 s et 30 s,

ledit procédé¢ de synthése comprend une étape de tamisage.
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L'invention concerne encore un dispositif pour la mise en ceuvre du procédé de
synthése tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un moyen d'alimentation en poudre d'alumine gamma,

- une plaque en carbure de silicium sur laquelle est disposée ladite poudre, et

- au moins un laser CO,.

Ledit dispositif peut en outre comporter une ou plusieurs caractéristiques
suivantes, prises séparément ou en combinaison :

- ledit au moins un laser est fixe et ladite plaque est mobile pour acheminer en continu
la poudre d'alumine gamma sous ledit au moins un faisceau,

- ladite plaque mobile est réalisée sous la forme d'un disque tournant,

- ladite plaque comporte un sillon creux pour recevoir la poudre d'alumine gamma,

- lalongueur d'onde dudit au moins un laser est de l'ordre de 10,6 um,

- la puissance dudit au moins un laser est comprise entre 120 W et 3000 W,

- ledit au moins un laser est configuré pour que la taille de la tache lumineuse dudit au
moins un faisceau sur une zone impactée par ledit au moins un faisceau couvre une
surface comprise entre 0.2 et 20 cnm?,

- ledit dispositif comporte un moyen de distribution homogéne de la poudre d'alumine
gamma disposée sur ladite plaque,

- ledit moyen de distribution homogéne comporte un rouleau de compression,

- ledit moyen de distribution homogéne comporte un moyen d'arasement,

- ledit dispositif comporte un moyen d'évacuation par aspiration des particules

sphériques d'alumine alpha synthétisées.

D'autres caractéristiques et avantages de I'invention apparaitront plus clairement
a la lecture de la description suivante, donnée a titre d'exemple illustratif et non
limitatif, et des dessins annexés parmi lesquels :
- la figure 1 est une vue au microscope ¢lectronique d'une particule sphérique
d'alumine alpha selon 'invention, et
- la figure 2 est une représentation schématique d'un dispositif pour la mise en ceuvre

d'un procédé de synthése d'alumine alpha selon I'invention.
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Alumine alpha

L'invention concerne de l'alumine alpha de haute pureté, plus précisément
supérieure ou égale a 99,99%, sous forme de particules sphériques pour étre utilisées
notamment en tant que matiéres premicres dans la fabrication de saphir monocristallin.
L'évaluation de la sphéricité de ces particules d'alumine alpha peut se faire en calculant
le rapport de la mesure du diamétre maximal sur la mesure du diamétre minimal selon la
relation (1).

(1) S=dnu/dmn (o S=rapport de sphéricité, d,,=diamétre maximal, et
dni=diamétre minimal)

Le demandeur a constaté que les particules d'alumine alpha selon l'invention
présentent un rapport de sphéricité S compris entre 1 et 2.

La figure 1 représente une particule sphérique 1 d'alumine alpha vue a l'aide d'un
microscope ¢lectronique. Sur cette figure 1'échelle est indiquée.

Les particules sphériques 1 d'alumine alpha synthétisées selon l'invention sont de
tailles importantes.

En effet, la répartition granulométrique en poids d'alumine alpha synthétisé selon
l'invention, présente une majorit¢ de particules sphériques 1 dont la taille est supérieure
ou égale a 850 um, plus précisément comprise entre 850 um et 2 mm. La répartition
granulométrique est par exemple obtenue par tamisage a sec selon une méthode
d'empilement de tamis décrite par la suite.

Par ailleurs, ces particules sphériques 1 d'alumine alpha présentent une surface
spécifique inférieure ou égale a 1 m?/g. De fagon connue, cette surface spécifique peut
étre mesurée par la méthode BET a I’azote liquide.

Ces particules sphériques 1 d'alumine alpha présentent également une densité
relative supérieure a 50% par rapport a la densité théorique de 3.96 g/cc.

Ainsi, ces particules sphériques 1 d'alumine alpha peuvent étre chargées a
densité ¢levée dans un creuset sans génération de fines particules et sans oxydation du
creuset lors de la fusion.

Une méthode d'empilement par tamis permettant d'obtenir la répartition
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granulométrique est décrite ci-apres.

On organise un empilement de tamis avec différentes ouvertures de maille, avec
au sommet de la pile le tamis d'ouverture de maille la plus ¢levée par exemple
d'ouverture de maille de 1600 pum, et au bas de la pile le tamis d'ouverture de maille la
plus petite par exemple d'ouverture de maille de 90 pm.

A titre d'exemple, on utilise différents tamis ayant les ouvertures de mailles
suivantes : 1600u, 1400u, 1000w, 850, 710w, 500u, 355u, 250u, 180u, 125u et 90u.

On place sur le tamis supéricur d'ouverture de maille la plus élevée un
¢chantillon de particules sphériques 1 d'alumine alpha, par exemple d'un poids prédéfini
tel que 200 g plus ou moins 10 g.

On secoue ensuite I'empilement de tamis pendant une durée déterminée, par
exemple 10 mn, par l'intermédiaire d'un équipement mécanique adapté.

Les particules retenues sur chaque tamis sont alors extraites, pesées et
enregistrées.

On considére qu'une particule retenue sur un tamis a une taille comprise entre la
taille d'ouverture de maille du tamis sur lequel elle est retenue et la taille d'ouverture de
maille du tamis supéricur. En d'autres termes, pour une particule traversant le tamis
d'ouverture de maille par exemple de 850 um et retenue sur le tamis inférieur
d'ouverture de maille par exemple de 710 um, on estime que la taille de cette particule
est comprise entre 710 um et 850 um.

Le taux de particules sphériques sur chaque tamis est alors calculé en divisant la
masse des particules sphériques retenue sur le tamis considéré par la masse initiale de

I'échantillon.

En se référant maintenant a la figure 2, on décrit un dispositif 3 pour la mise en

ceuvre d'un procédé¢ de synthése de telles particules sphériques 1 d'alumine alpha.

Dispositif pour la mise en ccuvre d'un procédé de synthése d'alumine alpha

Le dispositif 3 comporte :

- un moyen d'alimentation 5 en poudre d'alumine gamma v,
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- une plaque 7 en carbure de silicium (SiC) comprenant un sillon creux 8 dans lequel
est disposée la poudre d'alumine gamma v, et

- au moins un laser 9 CO, représenté de fagon schématique, émettant un faisceau de
rayonnement laser 11.

Le moyen d'alimentation 5 comprend par exemple un bac de réception 5a pour
recevoir la poudre d'alumine gamma v tel qu'illustré de fagon schématique par la fléche
A, une vis sans fin 5b et un distributeur 5¢ de la poudre d'alumine gamma v sur la
plaque 7.

Afin d'obtenir les meilleures caractéristiques pour les particules sphériques 1
d'alumine alpha, la poudre d'alumine gamma y choisie comme mati¢re premicre pour la
synthése des particules sphériques 1 d'alumine alpha selon l'invention présente les
caractéristiques suivantes : une pureté supéricure ou égale a 99,99%, une surface
speécifique entre 90 m?/g et 120 m?/g, des particules élémentaires de taille comprise entre
15 nm et 20 nm, générant un volume poreux de 3,5 ml/g a 4 ml/g et présentant une
densité tassée située entre 0,12 g/cc et 0,25 g/cc.

On entend par 14 que les particules de gamma sont associées en agglomérats. Ces
agglomérats sont poreux. Et, le volume poreux de ces agglomérats est de 3,5 ml/g a 4
ml/g.

Une telle poudre d'alumine gamma est par exemple vendue par Baikowski sous
le nom Baikalox B 105.

Dans l'exemple illustré, la plaque 7 est un disque tournant mobile en rotation
autour d'un axe de rotation tel qu'illustré schématiquement par la fléche B. A titre
d'exemple, la plaque 7 tourne & une vitesse comprise entre 10 cm/min et 100 c/min au
niveau du sillon 8. La plaque 7 permet donc d'acheminer progressivement la poudre
d'alumine gamma vy vers une zone impactée par le faisceau laser 11 du laser 9.

Le laser 9 est selon le mode de réalisation décrit, un laser de longueur d'onde de
10,6 um, de puissance comprise entre 120 W et 3000 W et de spot laser sensiblement
circulaire couvrant une surface comprise entre 0.2 et 20 cm?.

Le dispositif 3 peut également comporter un moyen de distribution homogéne 13

de la poudre d'alumine gamma vy disposée sur la plaque 7, tel qu'un rouleau de
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compression ou rouleau de tassement. Le moyen de distribution homogéne 13 peut
comprendre en complément ou en variante un moyen d'arasement permettant d'araser la
couche d'alumine gamma v.

Enfin, le dispositif 3 comporte par exemple un moyen d'évacuation 15 par

aspiration des particules sphériques 1 d'alumine alpha synthétisées.

Les différentes ¢tapes d'un procédé de synthése de ces particules sphériques 1

d'alumine alpha sont maintenant décrites.

Procédé de synthése

Comme l'illustre la fléche A, lors d'une étape préliminaire, on place de la poudre
d'alumine gamma y par exemple dans le bac de réception 5a qui arrive au distributeur 5c
pour étre distribuée sur la plaque 7 tournante, par exemple sous forme d'une couche
d'épaisseur comprise entre comprise entre 1 mm et 8 mm.

Cette poudre d'alumine gamma y peut étre compactée et/ou arasée par exemple
par un dispositif de distribution homogeéne 13 afin de permettre une synthése optimale
lorsque la poudre d'alumine gamma 7y est impactée par le faisceau laser 11.

Du fait du mouvement de la plaque 7, la poudre d'alumine gamma y se déplace
progressivement sous le faisceau laser 11 par exemple & une vitesse comprise entre 10
cm/min et 100 cm/min et est soumise au faisceau laser 11 sur une durée comprise entre
0,3set30s.

La poudre d'alumine gamma v ainsi traitée est transformée en un ensemble de
particules sphériques 1 d'alumine alpha telles que définies précédemment.

Ces particules sphériques 1 d'alumine alpha peuvent ensuite étre aspirées, par
exemple par le moyen d'évacuation 15, pour étre évacuées de la plaque 7 comme
l'illustre de fagon schématique la fléche C.

Un tamisage de ces particules sphériques peut étre mis en ceuvre tel que décrit
précédemment.

Les particules sphériques 1 d'alumine alpha ainsi synthétisées peuvent alors

servir en tant que matiéres premicres pour la fabrication de saphir monocristallin.
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Afin d'illustrer de fagon plus précise un tel procédé de synthése de particules
sphériques 1 d'alumine alpha et les caractéristiques des particules sphériques 1
d'alumine alpha obtenues, trois exemples de réalisation sont maintenant détaillés.

Dans ces exemples, on utilise en mati¢re premi¢re de la poudre d'alumine
gamma v de pureté supéricure ou égale a 99,99%, présentant une surface spécifique
entre 90 m?/g et 120 m*/g, et comportant des particules ¢lémentaires de taille comprise
entre 15 nm et 20 nm, générant un volume poreux de 3,5 ml/g & 4 ml/g et présentant une

densité tassée située entre 0,12 g/cc et 0,25 g/cc.

Premier exemple :

Pour ce premier exemple, on utilise comme matériel une plaque 7 en carbure de
silicium (SiC) tournante et un laser 9 au dioxyde de carbone (CO,) de longueur d'onde
de 10,6 um d’une puissance de 1500W avec un spot laser sur une surface de 25 mm?.

On dispose progressivement dans le sillon 8 de la plaque 7 tournante une couche
de poudre d'alumine gamma y de 4 mm d'épaisseur.

Comme précisé précédemment, la poudre d'alumine gamma y est soumise au
faisceau laser et défile sous le spot laser a une vitesse de 10 mm/sec.

On obtient alors de I'alumine de structure cristallographique alpha se présentant
sous forme de particules sphériques 1 de densit¢ 2.12 g/cc développant une surface
spécifique de 0.16 m*/g et dont la répartition granulométrique mesurée par une méthode
d'empilement de tamis telle qu'expliquée précédemment, est la suivante :

- pour une ouverture de maille de 1600 um, le pourcentage en poids est 0%

- pour une ouverture de maille de 1400 um, le pourcentage en poids est 13,1%
- pour une ouverture de maille de 1000 um, le pourcentage en poids est 47,6%
- pour une ouverture de maille de 850 um, le pourcentage en poids est 14,2%
- pour une ouverture de maille de 710 um, le pourcentage en poids est 9,3%

- pour une ouverture de maille de 500 um, le pourcentage en poids est 7,3%

- pour une ouverture de maille de 355 um, le pourcentage en poids est 3,2%

- pour une ouverture de maille de 250 um, le pourcentage en poids est 1,6%
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- pour une ouverture de maille de 180 um, le pourcentage en poids est 1,1%

- pour une ouverture de maille de 125 um, le pourcentage en poids est 0,9%

- pour une ouverture de maille de 90 um, le pourcentage en poids est 0,6%

- pour une ouverture de maille inféricure a 90 um, le pourcentage en poids est 1,1%.
Au vu de ces résultats, on constate trés clairement que la répartition

granulométrique présente un maximum pour une taille supéricure a 850 um. En effet,

74,9 % des particules sphériques 1 d'alumine alpha ont une taille supérieure 850 um.

Deuxiéme exemple :

Pour ce deuxiéme exemple, on utilise comme matériel une plaque 7 en carbure
de silicium (SiC) tournante et un laser 9 au dioxyde de carbone (CO,) de longueur
d'onde de 10,6 um d’une puissance de 1500W avec un spot laser sur une surface de 25
mm?,

On dispose progressivement dans le sillon 8 de la plaque 7 tournante une couche
de poudre d'alumine gamma y de 6 mm d'¢paisseur. La poudre d'alumine gamma vy est
soumise au faisceau laser et défile sous le spot laser a une vitesse de 7,6 mm/sec.

On obtient alors de I'alumine de structure cristallographique alpha se présentant
sous forme de particules sphériques 1 de densit¢ 2.12 g/cc développant une surface
spécifique de 0.12 m?/g et dont la répartition granulométrique mesurée par une méthode
d'empilement de tamis telle qu'expliquée précédemment, est la suivante :

- pour une ouverture de maille de 1600 um, le pourcentage en poids est 0%
- pour une ouverture de maille de 1400 um, le pourcentage en poids est 35,7%
- pour une ouverture de maille de 1000 um, le pourcentage en poids est 28,9%
- pour une ouverture de maille de 850 um, le pourcentage en poids est 6,7%
- pour une ouverture de maille de 710 um, le pourcentage en poids est 5,8%
- pour une ouverture de maille de 500 um, le pourcentage en poids est 7,9%
- pour une ouverture de maille de 355 um, le pourcentage en poids est 5,2%
- pour une ouverture de maille de 250 um, le pourcentage en poids est 3,6%
- pour une ouverture de maille de 180 um, le pourcentage en poids est 2,4%

- pour une ouverture de maille de 125 um, le pourcentage en poids est 2%
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- pour une ouverture de maille de 90 um, le pourcentage en poids est 1,3%

- pour une ouverture de maille inféricure a4 90 um, le pourcentage en poids est 0,5%.
Ces résultats montrent également que la répartition granulométrique présente un

maximum pour une taille supéricure a 850 um. En effet, 71,3 % des particules

sphériques 1 d'alumine alpha ont une taille supérieure 850 pm.

Troisiéme exemple :

Pour ce troisiéme exemple, on utilise toujours comme matériel une plaque 7 en
carbure de silicium (SiC) tournante mais un laser 9 au dioxyde de carbone (CO,) de
longueur d'onde de 10,6 um d’une puissance de 3000W avec un spot laser sur une
surface de 44 mm?.

On dispose progressivement dans le sillon 8 de la plaque 7 tournante une couche
de poudre d'alumine gamma y de 6 mm d'¢paisseur. La poudre d'alumine gamma vy est
soumise au faisceau laser et défile sous le spot laser a une vitesse de 11,3 mm/sec.

On obtient alors de I'alumine de structure cristallographique alpha se présentant
sous forme de particules sphériques 1 de densit¢ 2.42 g/cc développant une surface
spécifique de 0.15 m?/g et dont la répartition granulométrique mesurée par une méthode
d'empilement de tamis telle qu'expliquée précédemment, est la suivante :

- pour une ouverture de maille de 1600 um, le pourcentage en poids est 0%

- pour une ouverture de maille de 1400 um, le pourcentage en poids est 28,3%
- pour une ouverture de maille de 1000 um, le pourcentage en poids est 26,3%
- pour une ouverture de maille de 850 um, le pourcentage en poids est 8%

- pour une ouverture de maille de 710 um, le pourcentage en poids est 7,6%

- pour une ouverture de maille de 500 um, le pourcentage en poids est 8,9%

- pour une ouverture de maille de 355 um, le pourcentage en poids est 5,7%

- pour une ouverture de maille de 250 um, le pourcentage en poids est 4,5%

- pour une ouverture de maille de 180 um, le pourcentage en poids est 2,9%

- pour une ouverture de maille de 125 um, le pourcentage en poids est 2,3%

- pour une ouverture de maille de 90 um, le pourcentage en poids est 2,3%

- pour une ouverture de maille inféricure a4 90 um, le pourcentage en poids est 3,5%.
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La répartition granulométrique des particules sphériques 1 d'alumine alpha
obtenues selon ce troisiéme exemple, présente aussi un maximum pour une taille
supérieure a 850 um. En effet, 62,6 % des particules sphériques 1 d'alumine alpha ont

une taille supéricure 850 um.

Dans ces exemples, on soumet la poudre d'alumine gamma 7y au faisceau 11 laser
CO; de longueur d'onde de 10,6 um et de puissance comprise entre 120 W et 3000 W
sur une période de temps comprise entre 0,3 s et 30 s.

En effet, ces caractéristiques de longueur d'ordre, de puissance et de temps de
passage de l'alumine gamma vy sous le faisceau sont appropriées pour I'alumine gamma
telle que décrite précédemment, c'est-a-dire une poudre d'alumine gamma y présentant
une pureté supéricure ou égale a 99,99%, une surface spécifique entre 90 m?/g et 120
m?/g, des particules ¢lémentaires de taille comprise entre 15 nm et 20 nm associées en
agglomérats poreux et dont le volume poreux est de 3,5 ml/g a 4 ml/g, et présentant
une densité tassée située entre 0,12 g/cc et 0,25 g/cc.

Une telle poudre d'alumine gamma est par exemple vendue par Baikowski sous
le nom Baikalox B 105.

Bien entendu, pour de 'alumine gamma présentant d'autres caractéristiques, on
peut prévoir les mémes paramétres de longueur d'onde et de puissance du faisceau laser,
et de temps de passage. On peut aussi adapter ces paramétres pour obtenir de meilleures

caractéristiques pour les particules sphériques d'alumine alpha a.

On comprend donc que les particules sphériques 1 d'alumine alpha selon
l'invention obtenues selon un procédé de synthése particulier tel que décrit ci-dessus
présentent des caractéristiques de pureté et de densité propres a la fabrication de saphir
monocristallin, tout en permettant d'optimiser le procéd¢ de fabrication de saphir

monocristallin pour lequel elles servent de matiéres premicres.
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REVENDICATIONS

1. Alumine alpha ayant une pureté supérieure ou ¢gale a 99,99%, sous
forme de particules sphériques (1) de taille majoritairement supérieure ou

¢gale a 850 pm.

2. Alumine alpha selon la revendication 1, caractérisée en ce que la taille
des particules sphériques (1) est majoritairement comprise entre 850 um et 2

mm.

3. Alumine alpha selon 1'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce
que lesdites particules présentent un rapport de sphéricité compris entre 1 et

2.

4. Alumine alpha selon I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que lesdites particules sphériques (1) présentent une

surface spécifique inférieure ou égale a 1 m*/g.

5. Alumine alpha selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que lesdites particules sphériques (1) présentent une

densité relative supérieure ou €gale a 50% de la densité théorique.

6. Utilisation d'alumine alpha selon l'une quelconque des revendications

précédentes pour la fabrication de saphir monocristallin.

7. Procédé de synthése d'alumine alpha selon l'une quelconque des

revendications 1 & 5, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

— on dispose de la poudre d'alumine gamma (y) sur une plaque (7)

en carbure de silicium, et

- on soumet ladite poudre (y) & au moins un faisceau (11) laser (9)

CO..
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8. Procéd¢ de synthése selon la revendication 7, caractérisé en ce que la
poudre d'alumine gamma (y) présente une pureté¢ supéricure ou égale a

99,99%.

9. Procédé de synthése selon I'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en
ce que la poudre d'alumine gamma (y) présente une surface spécifique entre

90 m*/g et 120 m?/g.

10. Procédé¢ de synthése selon I'une quelconque des revendications 7 a 9,
caractérisé en ce que la poudre d'alumine gamma (y) comprend des particules
¢lémentaires de taille comprise entre 15 nm et 20 nm, générant un volume
poreux de 3,5 ml/g a 4 ml/g et présentant une densité tassée située entre 0,12

g/cc et 0,25 g/cc.

11. Procédé¢ de synthése selon l'une quelconque des revendications 7 a 10,
caractérisé en ce que la poudre d'alumine gamma (y) est disposée sous forme

d'une couche de poudre d'épaisseur comprise entre 1 mm et 8 mm.

12. Procédé¢ de synthése selon I'une quelconque des revendications 7 a 11,
caractérisé en ce qu'on déplace la poudre d'alumine gamma (y) sous ledit au

moins un faisceau (11).

13. Procéd¢ de synthése selon la revendication 12, caractérisé en ce que la
vitesse de déplacement de la poudre d'alumine gamma (y) sous ledit au

moins un faisceau (11) est comprise entre 10 c/min et 100 cm/min.

14. Procéd¢ de synthése selon I'une quelconque des revendications 7 a 13,
caractérisé en ce que la poudre d'alumine gamma (y) est soumise audit au

moins un faisceau (11) sur une période de temps comprise entre 0,3 s et 30 s.

15. Procédé¢ de synthése selon l'une quelconque des revendications 7 a 14,

caractéris¢ en ce qu'il comprend une tape de tamisage.

16. Dispositif pour la mise en ceuvre d'un procédé de synthése selon I'une
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quelconque des revendications 7 & 15, caractérisé en ce qu'il comporte :
- un moyen d'alimentation (5) en poudre d'alumine gamma (y),

- une plaque (7) en carbure de silicium sur laquelle est disposée

ladite poudre (y), et
— au moins un laser (9) CO..

17. Dispositif selon la revendication 16, caractéris¢ en ce que ledit au moins
un laser (9) est fixe et en ce que ladite plaque (7) est mobile pour acheminer

en continu la poudre d'alumine gamma (y) sous ledit au moins un faisceau

(11).

18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que ladite plaque

(7) mobile est réalisée sous la forme d'un disque tournant.

19. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 16 a 18, caractérisé
en ce que ladite plaque (7) comporte un sillon (8) pour recevoir la poudre

d'alumine gamma (y).

20. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 16 a 19, caractérisé

en ce que la longueur d'onde dudit au moins un laser (9) est de 10,6 um.

21. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 16 a 20, caractérisé
en ce que la puissance dudit au moins un laser (9) est comprise entre 120 W

et 3000 W.

22. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 16 a 21, caractérisé
en ce que ledit au moins un laser (9) est configuré pour que la taille de la
tache lumineuse dudit au moins un faisceau (11) sur une zone impactée par
ledit au moins un faisceau (11) couvre une surface comprise entre 0.2 et 20

cm?.

23. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 16 a 22, caractérisé

en ce qu'il comporte un moyen de distribution homogéne (13) de la poudre
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d'alumine gamma (y) disposée sur ladite plaque (7).

24. Dispositif selon la revendication 23, caractérisé en ce que ledit moyen de

distribution homogéne (13) comporte un rouleau de compression.

25. Dispositif selon 'une des revendications 23 ou 24, caractérisé en ce que

ledit moyen de distribution homogéne (13) comporte un moyen d'arasement.

26. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications 16 a 25, caractérisé
en ce qu'il comporte un moyen d'évacuation (15) par aspiration des particules

sphériques (1) d'alumine alpha synthétisées.
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